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1. Цели самостоятельной работы студентов

Целями самостоятельной работы студентов являются:

· Закрепление, углубление и проверка теоретических и практических знаний, навыков у студентов, полученных на лекциях, а также при изучении рекомендуемой литературы;

· Развитие у студентов творческого мышления и способности принимать правильное решение в конкретной проектно-производственной ситуации;

· Выработка у студентов потребности в постоянном обогащении своих знаний и умения правильно ориентироваться в различных ситуациях по проектированию и производству новых изделий;

· Способствовать формированию деловых качеств специалиста и руководителя производства.
2. Объем самостоятельной работы


Объем самостоятельной работы регламентируется учебным планом подготовки и рабочей программой дисциплины. На основе исследований эффективности самостоятельной работы студентов было установлено, что оптимальный объем самостоятельной работы составляет 50% от общей трудоемкости дисциплины. Этот критерий положен в основу объема самостоятельной работы учебного плана подготовки.
3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к защите лабораторных работ (20 час.), выполнение контрольно-курсовой работы (10 час.), подготовку к текущему контролю знаний на аттестациях (15 час.), повторение лекционного материала к  итоговой аттестации (20 час.).

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

· Повторение лекционного материала с контролем усвоения по контрольным вопросам;

· Подготовка к текущим лабораторным работам для получения допуска по теоретической части;

· Подбор библиографических источников по заданной теме и их анализ (с обязательным использованием сети INTERNET);
· Подготовка реферативных материалов по заданной теме;

· Решение домашних заданий по практическим занятиям и курсовым проектам (работам).

4. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


Уровень освоения материала должен осуществляться в процессе текущего контроля два раза в семестр: на десятой и шестнадцатой неделях семестра. Основная форма контроля - самоконтроль усвоения материала по фонду контрольных вопросов кафедры.
	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(в академических часах)
	Методические материалы



	Очная форма обучения

	5 семестр

	1
	Подготовка к практическим (семинарским) занятиям
	15
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	2
	Самостоятельное изучение материалов по индивидуальному заданию преподавателя
	15
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	3
	Изучение материалов библиографических источников и периодических изданий
	15
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	4
	Подготовка к промежуточной аттестации и её прохождение
	14,75
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	
	Итого
	59,75
	

	6 семестр

	1
	Подготовка к практическим (семинарским) занятиям
	10
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	2
	Самостоятельное изучение материалов по индивидуальному заданию преподавателя
	10
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	3
	Изучение материалов библиографических источников и периодических изданий
	10
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	4
	Подготовка к промежуточной аттестации и её прохождение
	9,9
	[1-4] (см. п. 5.1)

[1-6] (см. п. 5.2)

	
	Итого
	39,9
	

	
	Всего
	99,65
	


Контрольный материал  по  дисциплине  должен  содержать  не  менее  30  заданий,  минимум  по  четырем  разделам дисциплины.

Критерии освоения каждого раздела дисциплины: 60-70% выполненных заданий от общего числа заданий по разделу.

При проведении самостоятельной работы следует использовать литературу, приведенную в рабочей программе дисциплины.
Примеры вопросов для самостоятельного  контроля знаний:
	№
	Раздел дисциплины
	Примеры контрольных вопросов для проверки знаний

	1
	Этапы производства и оптимизация интегральных схем
	1. Цели и задачи микроэлектроники
2. Сущность понятия  «интегральная микросхема»

3. Основные преимущества интегральных микросхем по сравнению с аналогичными схемами на дискретных компонентах
4. Сущность понятия  «элемент интегральной микросхемы»

5. Сущность понятия  «компонент интегральной микросхемы»

6. Сущность понятия  «корпус интегральной микросхемы»

7. Сущность понятия  «подложка интегральной микросхемы»

8. Сущность понятия  «плата интегральной микросхемы»

9. Сущность понятия  «полупроводниковая пластина»

10. Сущность понятия  «кристалл ИС»

11. Сущность понятия  «контактная площадка»

12. Сущность понятия  «бескорпусная ИМС»

13. Сущность понятия  «плотность упаковки элементов на кристалле»

14. Основные особенности полупроводниковых ИС

15. Основные особенности плёночных ИС

16. Основные особенности совмещённых ИС

17. Основные особенности гибридных ИС

18. В чём заключается принцип схемотехнической избыточности?

19. Классификация ИМС

20. Материалы полупроводниковых ИС

	2
	Основы наноэлектроники
	21. Что называется кластером в наноэлектронике

22. Что называется магнитным кластером

23. Метод получения малых углеродных кластеров

24. Что такое фуллерен С

25. Методы получения углеродных нанотрубок Методы синтеза разупорядоченных твёрдотельных структур

26. Механические свойства наноструктурированного материала
27. Определение наноэлектроники

28. В чём состоит основная задача наноэлектроники

29. Зависимость плотности электронных состояний от энергии в квантовой пленке имеет вид
30. На основе квантовых точек были созданы Фазовая интерференция электронных волн  происходит в структурах с размерами порядка
31. Сущность квантового эффекта Холла

32. Принцип работы интерференционного транзистора

33. Принцип работы полевых транзисторов на отражённых электронах

34. Принцип работы полевых транзисторов на преломлённых электронах

35. Что означает термин туннелирование
36. Сущность резонансного туннелирования

37. Электронные приборы, использующие одноэлектронное туннелирование образованы
38. Свойства одноэлектронной ловушки

39. Принцип работы стандарта постоянного тока

40. Принципы работы логических элементов, управляемых напряжением 
41. Принципы работы логических элементов , управляемых зарядом
42. Преимущества одноэлектронных приборов по сравнению с известными биполярными и полевыми полупроводниковыми транзисторами
43. Недостатки одноэлектронных приборов по сравнению с известными биполярными и полевыми полупроводниковыми транзисторами
44. Резонансно-туннельный диод представляет собой
45. Вольт-амперная характеристика резонансного туннельного диода
46. Резонансно-туннельный транзистор представляет собой
47. Молекулярные блоки для самоупорядочения должны содержать основные функциональные группы
48. Целью спинтроники является Сущность эффекта гигантского магнитосопротивления
49. Сущность спин-зависимого туннелирования

50. Сущность эффекта Кондо

51. Назначение и применение спин-вентильной головки
52. Энергонезависимая память на гигантском магнитосопротивлении

53. Энергонезависимая память на спин-зависимом туннелировании

54. Спин-вентильный транзистор

55. Варианты нанолитографии

56. Сущность нанопечати

57. Сущность самоупорядочения Молекулярные блоки для самоупорядочения должны содержать основные функциональные группы



5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература

1. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для вузов / В.В.Пасынков, Л.К.Чиркин .— 8-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2006 .— 480с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— ISBN 5-8114-0368-2 /в пер./ : 154.22.
2. Пасынков В. В. Полупроводниковые приборы: учеб. пособие для вузов/ В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. -  9-е изд., стер. - СПб.: М.: Краснодар: Лань, 2009. -  479 с. : ил.
3. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] : / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300 — Загл. с экрана
4. Герасименко Н. Н. Кремний - материал наноэлектроники : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Герасименко, Ю. Н. Пархоменко .— М. : Техносфера, 2007 .— 352 с. : ил. — (Мир материалов и технологий) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-94836-101-2 ((в пер.)) : 198.80.
5.2 Дополнительная литература

1. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука,инновации и возможности / Л. Фостер ; пер. с англ. А. Хачояна .— М. : Техносфера, 2008 .— 352 с. : ил. — (Мир материалов и технологий) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-94836-161-1 (в пер.)
2. Драгунов, В.П. Основы наноэлектроники : учеб. пособие для вузов / В.П.Драгунов, И.Г.Неизвестный, В.А.Гридчин .— 2-е изд., доп. — М. : Логос, 2006 .— 496с. : ил. — (Новая университетская библиотека) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-98704-054-Х (в пер.) : 271.00.00 (2 шт)
3. Киреев В.Ю. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой фазы / В.Ю.Киреев, А.А.Столяров .— М. : Техносфера, 2006 .— 192с. : ил. — (Мир электроники) .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 5-94836-039-3 /в пер./ : 116.29
4. Мартинес-Дуарт, Д.М. Нанотехнологии для микро-и оптоэлектроники / Д. М. Мартинес-Дуарт, Р. Д. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда ; пер. с англ. А. В. Хачояна ; под ред. Е. Б. Якимова .— М. : Техносфера, 2007 .— 368 с. : ил. — (Мир материалов и технологий) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-594836-126-0 (в пер.) : 450.00 .— ISBN 0-080-44553-5(англ.)
5. Билибин, К.И. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : учебник для вузов / К.И.Билибин [и др.];под ред.В.А.Шахнова .— 2-е изд.,перераб.и доп. — М. : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2005 .— 568с. : ил. — (Информатика в техническом университете) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-7038-2716-7 /в пер./ : 239.00
6. Коледов, Л.А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. пособие для вузов / Л. А. Коледов .— 2-е изд., испр. и доп. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008 .— 400 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр. в конце докл. — ISBN 978-5-8114-0766-8 (в пер.) : 357.06.
5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://tsutula.bibliotech.ru/ - Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по всем дисциплинам. Режим доступа: по паролю.- Загл. С экрана 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий. Режим доступа: по паролю.- Загл. с экрана

3. http://elibrary.ru/ - Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной периодики. Режим доступа: по паролю.- Загл. с экрана.

4. http://cyberleninka.ru/ - НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа. Режим доступа: свободный.- Загл. с экрана.

5. http: //window.edu.ru. - Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: - Загл. с экрана.
5.4. Перечень информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. Графическая система АСКОН Kompas Lite

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010

3. Операционная система Microsoft Windows 7
4. САПР Autodesk AutoCAD
5. Графический редактор Corel Draw X5

6. Графический редактор Microsoft Visio Professional 2007
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